OEM: Telefunken 2N915 Datasheet

2 N 915

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor fiir HF-Verstéirker und Oszillatoren
sowie fiir nicht geséattigten Schalterbetrieb.

Silicon NPN planar RF transistor for non-saturating switching circuits,
RF amplifiers and oscillator circuits.

]
@
=]
=
=3

e
=]
=
[
]
3
]

=
-

=

- —

h—

=
]

=

Abmessungen + Dimensions

Malie in mm
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Mormgehause
DIN 18A 3
JEDEC TO 18
Kollektor mit Geh&use verbunden Gewicht - Weight
Collactor is connected to case max. 0.5g
Zubehor - Accessories
Zwischensockel Ident-Nr. 009010
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucan TO v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucen 50 W
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 5 v
Gesamtverlustleistung Py 320 mw
tamn = 45°C
Sperrschichttemperatur f 200 G
Lagerungstemperatur taig -65..+ 200 bl ¥
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m 2 N 915
£
F4 Wirmewiderstinde - Thermal resistances
E Sperrschicht-Umgebung RinA < 490 “C/W
S Sperrschicht-Gehause R < 146 aC/W
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KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tyme = 25°C, falls nicht anders angegeaben

Kollektarreststrom Min. Typ. Max.
Uce = 60V lcaa”) 10
Ucg = B0V, tamb = 150°C lesa™™) 30

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uiemiceo”) 70
le = 0,1 mA

Kollektor-Emitter-Burchbruchspannung Upgriceo™t) 50
lc = 10 mA

Kollektor-Sattigungsspannung UcEsat 1
Ic = 10mA, lg = 1 mA

Basis-Sattigungsspannung Ugésar 09
lg = 10mA, Iz = 1 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis hret) 40 160
Ucg = 5V, Ig = 10 mA

Transit-Frequenz fr 250
Ugg = 15V, Iz = 10 mA, f = 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccao 35
Ugg = 10V, Ie = OmA, f = 1 MHz

" AQL = EEE-'-:. **) AQL = 2,5%, ') impulsmibig gemessen: t.IE" = 0,01, 1p = 0.3ms
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